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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Мета додаткового вступного випробування – визначення відповідності 

вступників, які отримали освіту за іншими спеціальностями теоретичній і 

практичній підготовці за спеціальністю “Електроніка”.  

 Додаткове вступне випробування проводиться у вигляді комплексного 

іспиту з базових дисциплін спеціальності “Електроніка”. Вступники повинні 

продемонструвати і підтвердити відповідний рівень теоретичних і 

практичних знань з базових дисциплін спеціальності “Електроніка”: “Теорія 

інформації та обробка сигналів”, “Мікропроцесорна техніка”, “Твердотільна 

електроніка”, “Технологічні основи електроніки”. 

Додаткове вступне випробування проводиться письмово, його 

тривалість складає дві академічні години (90 хвилин) без перерви. Кожний 

білет містить три питання.  

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою “зараховано”, 

“незараховано”. Особи, знання яких на додаткових вступних випробуваннях 

були оцінені як “незараховано”, до участі в наступних вступних 

випробуваннях і в конкурсному випробуванні не допускаються і на навчання 

не зараховуються, незалежно від інших конкурсних показників.     

 

 
II. ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

Теорія інформації та обробка сигналів 

1. Інформація та її форми. Види інформації. Кількісна оцінка  інформації. 

2. Надмірність повідомлень. Види надмірності. Обчислення надмірності. 

3. Детерміновані та випадкові сигнали. Опис детермінованих сигналів, їх 

частотне подання. 

4. Перетворення Фур’є. Спектри періодичних та неперіодичних сигналів.  



5. Спектри одиночних та періодичних імпульсних послідовностей. 

Зв’язок тривалості сигналів з шириною їх спектру. 

6. Дискретизація, квантування та цифрове подання неперервних сигналів, 

методи відновлення, похибки відновлення. 

7. Подання детермінованих сигналів рядом Котельникова. Теорема 

Котельникова та особливості її застосування. 

8. Завади, їх джерела. Завадостійкість неперервних та імпульсних видів 

модуляції. 

9. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП). 

10. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). 

 

Мікропроцесорна техніка 

1. Визначення мікропроцесора, мікропроцесорного комплекту, його 

склад, поняття інтерфейсу. 

2. Переваги та недоліки різних типів мікропроцесорних систем.  

3. Класифікація мікропроцесорних комплектів. Мікропроцесори 

універсального та спеціального призначення. 

4. Однокристальні мікроконтролери. Мікропроцесори з RISC та CISC 

типами архітектури. 

5. Принципи побудови мікропроцесорних систем – магістральність, 

модульність та мікропрограмування. 

6. Узагальнена структурна схема мікропроцесорної системи. Склад 

системної шини. Поняття про матриці шин. 

7. Архітектура 32-розрядних МП. Характеристики 32-розрядних 

мікропроцесорів. Режими роботи. Програмна модель. 

8. Особливості мікропроцесорів Pentium. Архітектура Pentium, Pentium 

PRO, Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 4. 

9. ARM процесори. Передумови створення ARM. Основні характеристики 

ядра ARM7 та його структурна схема. 



10. Процесори з ядром Cortex. Процесори Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M. 

 

 Твердотільна електроніка та Технологічні основи електроніки 

 

1. Основи зонної теорії. Метали, напівпровідники та діелектрики з 

погляду зонної теорії. Структура напівпровідників і типи провідності. 

Струми та рух носіїв заряду у напівпровідниках. Параметри 

напівпровідників. 

2. Електричні переходи між напівпровідниками. Фізичні процеси під час 

створення р-п переходу. Вольт-амперна характеристика р-п переходу. Теорія 

та види електричний пробою р-п переходу. Фізичні параметри та модель р-п 

переходу. 

3. Напівпровідникові діоди та тиристори. Принципи роботи, параметри, 

характеристики, різновиди та області застосування діодів та тиристорів. 

4. Біполярні та польові транзистори. Принципи роботи, параметри, 

характеристики, різновиди, області застосування біполярних та польових 

транзисторів. 

5. Оптоелектронні напівпровідникові прилади. Фоторезистори, 

фотоелектричні діоди, фотоприймачі з внутрішнім підсиленням. 

Люмінесценція та світловипромінювальні прилади. Світлодіоди, інжекційні 

лазери. 

6. Основні терміни та визначення в технології електроніки. Інтегрально-

планарна технологія. Узагальнена структурна схема технологічного процесу 

виробництва електронної  техніки. 

7. Фотолітографія. Фоторезисти. Етапи процесу. Ультрафіолетова,  

електронна і рентгенівська літографії. 

8. Методи травлення матеріалів для створення  мікронних, субмікронних 

та наноструктур. Плазмохімічне та іонно-хімічне травлення. Травлення 

методами іонно-плазмового та іонно-променевого розпилення. 

9. Методи нанесення матеріалів на підкладки для створення 



мікроелектронних структур. Епітаксія напівпровідникових матеріалів. 

Різновиди процесів. 

10. Легування напівпровідникових матеріалів методами дифузії та іонної 

імплантації. Фізичні основи, апаратура та порівняльна характеристика. 

Методи електричних та механічних з’єднань при виробництві електронної  

техніки. 
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IV. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Рейтинг абітурієнта за результатами додаткового вступного 

іспиту розраховується виходячи із 100-бальної шкали (табл. 1). 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки із додаткового вступного іспиту) 

враховує рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні завдань 

додаткового вступного випробування.   

2. Особи, що приймають участь у додатковому вступному іспиті, 

одержують у випадковому порядку екзаменаційні білети. Загальна кількість 

білетів 10. Тривалість іспиту складає дві академічні години (90 хвилин) без 

перерви.  

3. Екзаменаційний білет містить три питання. Кожне з трьох питань 

оцінюється за 100-бальною шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1 

95 – 100 

балів 

Повна відповідь. Вступник продемонстрував володіння 

матеріалом в повному обсязі 

85 – 94  балів Вірна, але неповна відповідь. 

75 – 84  балів Відповідь містить незначні помилки 

65 – 74  балів Відповідь містить суттєві, але непринципові  помилки 

60 – 64  балів Відповідь містить принципові помилки 

0 балів Відповідь відсутня 

 

Рівень знань та спроможність їх використання при виконанні 

практичних завдань оцінюються в рамках стандарту ECTS, тобто за 100-

бальною шкалою (табл. 1).  



Загальну оцінку O  одержують шляхом арифметичного усереднення 

оцінок , 1, ,3iO i =  , одержаних на відповіді за кожне із трьох питань білету: 

1 2 3( ) / 3O O O O= + + . 

Округлення результату виконують за прийнятими в математиці правилами. 

Для переведення загальної оцінки  O у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею:   

Бали Оцінка 

100…95 

Зараховано 

94…85 

84…75 

74…65 

64…60 

Менше 60 Не зараховано 
 

4. Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою 

“зараховано”, “незараховано”. Особи, знання яких на додаткових вступних 

випробуваннях були оцінені як “незараховано”, до участі в наступних 

вступних випробуваннях і в конкурсному випробуванні не допускаються і на 

навчання не зараховуються, незалежно від інших конкурсних показників. 
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